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【はじめに】鉄系超伝導体は層状構造を持つため、電気伝導に異方性が現れることが期待される。

しかし、超伝導転移温度 Tcが鉄系で最高の LnFeAsO (Ln:ランタノイド)系では、得られる単結晶が

非常に小さいため、異方性の測定は容易ではない。そこで我々は[001]軸が[100]方向に傾斜したミ

スカットMgO基板上にNdFeAs(O,F)薄膜をエピタキシャル成長させ、ab面内(ab)及び c軸方向(c)

の抵抗率を測定し、報告した[1]。ただし、前回はフッ素ドーピングのために積層させた NdOF層

を除去せずに測定を行った。今回はこの NdOF 層を除去し、さらに詳細に常伝導状態での輸送特

性の測定を行うとともに、超伝導状態における上部臨界磁場Hc2の異方性も調べたので報告する。 

【手法】薄膜作製には分子線エピタキシー法を用い、原料には NdF3, Fe, As, Fe2O3, Gaを用いた。

NdF3は Ndと Fを同時に供給するが、Fゲッターとして働く Gaを供給することで F量を調整した

[2]。[100]方向に 5°傾斜させたミスカットMgO(001)基板を使用し、基板温度 800℃で NdFeAsO薄

膜を成長し、その直後に NdOF を成長して、NdFeAsO 薄膜へフッ素ドーピングを行った。また、

NdOFの成長温度を変化させ、フッ素ドープ量を変えた試料を作製した。 

【結果】X線回折からミスカットMgO(001)基板上に NdFeAs(O,F)薄膜がエピタキシャル成長した

ことと、ロッキングカーブ測定から通常の MgO基板と同程度の結晶性を有することを確認した。

その後、Arイオンミリングで NdOF層を除去した上で、NdFeAs(O,F)薄膜をブリッジ状に加工し、

基板の傾斜方向とそれに垂直な方向の測定からab及びcを決定した。Tc=49 Kの試料の測定結果

を Fig.1に示す。abに比べてcが大きいことが分かり、異方性の大きさは Tc近傍で 250程度であ

った。cは金属的に振舞っており、これまでの LnFeAsO

系の報告[3-5]とは異なり、他の鉄系超伝導体に近い振

舞いであった。講演では、ドープ量依存性や Hc2の異方

性なども報告する予定である。 
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Fig.1. The temperature dependence of ab 

and c of a NdFeAs(O,F) thin film grown 

on a 5° vicinal-cut MgO substrate. 

Tc=49 K 
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